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有機電界効果トランジスタ(OFET)は低コスト、柔軟性などの利点を有することから近年注目が

高まっている。中でもアニオンとカチオンのみからなるイオン液体をゲート絶縁体に用いること

で、電気二重層(EDL)の形成により界面に高密度なキャリアを極めて低電圧で誘起できる。これま

でに、ルブレン単結晶とイオン液体 BMIM-TFSIの組み合わせにより、ホール移動度がデバイス作

製直後より増加すること、これが結晶の不均一サイトを起点としたルブレンの溶出による理想的

界面の形成のためであることを報告してきた[1,2]。一方、EMIM-FSIを用いた場合は BMIM-TFSI

の場合と大きく異なり、最初の数時間で移動度が急激に降下することを前回報告した(Fig.1)。 

ホール移動の鍵となる界面の構造を評価するため、電気化学周波数変調 AFM(EC-FM-AFM)(Fig. 

2)を用いて EMIM-FSI/ルブレン界面の解析を行った。まず、BMIM-TFSIの場合と異なりイオン液

体へのルブレンの溶出はほとんど起こらなかった。さらに、比較的大きな正のゲート電圧を印加

することで、初期値に近い値までホール移動度が上昇するが(Fig.1)、その前後においてルブレン

の構造に変化がない一方、ルブレンに接するイオン液体の構造化は弱まることが分かった (Fig. 3)。

これは、ルブレン表面に誘起されたホールと強く相互作用していたアニオンが、正のゲート電圧

で電気二重層を一旦解消されたことに対応するものではないかと考えられる。 
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Fig.1 Effect of “reset” voltage 

on the hole mobility on the 

EMIM-FSI/rubrene EDL-FET.  

 

 

  

Fig.2 Schematic of EC-FM- 

AFM measurement for the 

FET interface. 

  

Fig.3 EC-FM-AFM images and 

corresponding force curves at the 

EMIM-FSI/rubrene interface before 

and after applying “reset” voltage. 
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